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1  主要用途与主要特点 

1.1  主要用途 

用 W2XP212 封装的成品管主要用于功放输出推动管及电器控制用管。 

1.2  主要特点 
    ● ICM大、VCEsat低、二次击穿耐量高 

2  芯片数据 

芯片示意图    芯片尺寸（㎜×㎜） 1.8×1.8 

 

芯片厚度（µm）（推荐） 250±20 

理论有效管芯数（只） 3507 

划片道
*
尺寸（µm） 70 

键合区面积 

(µm
2
) 

基  区 490×490 

发射区 490×490 

钝化层 氮化硅 

正面电极 
金属 铝 

厚度(µm) 5.0±1.0（蒸发） 

背面电极 金属（推荐） 银 

    硅片直径（㎜） φ125 

装片要求(推荐) 铅锡烧结 

键合要求（推荐） 铝丝：Φ150µm；E、B 区各一根 
 

 

2  电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下) 

 

2.1   极限值 
除非另有规定，Tamb= 25℃ 

参 数 名 称 符号 额定值 单位 备注 

集电极-基  极电压 VCB0 -100 V 

推荐封装形式：TO-220 

推荐成品型号：STIP42 

集电极-发射极电压 VCE0 -100 V 

发射极-基  极电压 VEB0 -5 V 

集电极电流 IC -6 A 

耗散功率 Ptot 2 W 

结温 Tj 150 ℃ 

贮存温度 Tstg -55～150 ℃ 
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